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概要   

4H-SiC PiN diodeにおける順方向劣化特性の評価を簡便化することを狙い、透明導電性酸化物

膜をアノード電極に用いた PiN ダイオード構造を作製し評価した。金属アノード電極の場合と同

様の積層欠陥拡張が、透明電極を剥離せずに観察・評価可能であることが示された。 

実験および結果  実験に用いた pn ダイオードの構造を Fig.1 に示す。n 型 4º オフ 4H-SiC 基板

上の厚さ 10μmのエピタキシャル層(濃度 1x1016cm-3)に、アノード層として Alのイオン注入を行

うことにより作製した。順方向通電により拡張する積層欠陥の評価を、通電後のアノード電極剥

離をせずに行うため、アノード電極に ITO (indium tin oxide)透明導電性酸化膜を用いた。PiN 

diode 構造への順方向通電を行い、PL イメージングおよ

び X 線トポグラフィ(XRT)による評価を実施した。Fig.2

に、ITOアノード電極を有する SiC PiN diode構造(1mm

□)への順方向通電(電流密度 150A/cm2)により拡張した

(a)積層欠陥の PL(420 nm BPF)像、および(b)積層欠陥起

点周辺の XRT(g=[1̅1̅20])像の例を示す。いずれも電極を

剥離せず、ITO電極越しの観察ができた。Fig.2(b)に示す

XRT 像から基底面転位(BPD)および部分転位のコントラ

ストが観察され、BPDと積層欠陥の接合位置に貫通刃状

転位(TED)が確認された。金属アノード電極の場合と同様

の欠陥拡張構造[1]であることが示唆される。 
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Fig.1 Schematic of PiN diode structure 

with ITO electrode. 
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Fig.2 Observed (a) PL and (b) XRT images after stress.  
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